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1 Allgemeine Beschreibung

Der Empfanger besteht aus einer Photodiode mit
integriertem Transimpedanzverstarker und einer
TTL kompatiblen “open collector ~ Ausgangsstufe.
Der Empfanger ist vollstandig ‘DC -gekoppelt und
bendtigt daher keine Kodierung des Eingangs-
signals. Der Empfanger ist speziell geeignet fur
Anwendungen mit Lichtwellenleitern mit einem
Faserdurchmesser von 50um bis 200um.

2 Anwendungen

Aufgrund der guten optischen und mechanischen
Eigenschaften findet das Bauelement eine Vielzahl
von Anwendungsmaoglichkeiten:

* optische Netzwerke
e Industrieelektronik
* Leistungselektronik
* Lichtschranken

3 Bestellinformation

Ausfiuhrung Bestellnummer
850nm Empfanger F-SMA

ohne Stltzstifte 905EM850SMO007
mit Schrauben 905EM850SMOL7
mit Stutzstifte 905EM850SMO008
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Stiitzstifte optional

Bild 2 Bemallungen und Pinbelegung
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Bild 1

Optische Empfanger

4 Eigenschaften

+  850nm Photo-Empfanger

+ open-collector Ausgang

*  4uW Eingangsempfindlichkeit

*  F-SMA Anschlufd aus Metall

»  Kunststoffgehduse

« optional mit Stutzstiften

» geeignet fur automatische Bestlickung
+ reflow-/ wellenl6tfahig

Ansicht: Bestlickungsseite
Durchmesser der Bohrungen:
Pin1..8 =0.8mm
Stutzstifte (optional)  =1.4mm

Bohrplan fiir PCB

PIN-Nr. | Funktion
2 Vee
3,7 GND
6 Data Out
1,458 | NC Pinbelegung
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6 Grenzwerte (T,=25°C)

Belastungen die liber die als "Grenzwerte’ angegebenen hinausgehen kénnen das Bauelement
dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-

mentes darunter leiden kann.

Parameter Wert Einheit
Betriebstemperatur -40 ... +85
°C
Lagertemperatur -55 ... +115
Léttemperatur o
2mm vom Gehause, t < 10s 260 c
Versorgungsspannung -0.5bis 7.0
\Y,
Ausgangsspannung -0.5 bis 18.0
Ausgangsstrom 25 mA
Stromvertreilung (Open collector) 40 mW
7 Technische Daten (T,=25°C)
Parameter Symbol Bedingung Min | Typ | Max | Einheit
Schwerp_unkt— A 850 am
wellenlange P
Ausgangsstrom lon V, =18V, P . <-40 dBm 5 250 MA
Ausgangs- V,, |, =8mA, P__>+24 dBm 0.2 0.5 v
spannung
Output high
oo V.. =525V, P,.<-40 dBm 3.5 6.3
Versorgungsstrom mA
| Output low 6.9 10
cL V..=525V,P,. <-24 dBm )
Output high, A,=850nm -40 dBm
POC(H)
Guranteed output high, A,=850nm 0.1 uw
-25.4 -9.2 dBm
Peak input power level Output low, A,=850nm, |,=8mA
29 120 pW
P -
oc) (Guranteed out?ut low) A,=850nm, 24 10 dBm
[,.=8mA
(Guranteed output low)
40°C < TA< +85°C 40 100 bW
. Poc = 20 dBm (peak),
Schaltzeiten t,t f=25MHz 30
. o Output high to Iol/v, Poe =20 dBm 65 ns
Laufzeit- (peak), f =2.5 MHz
verzigerung t Output low to high, P, =20 dBm 100
PDLH (peak), f =2.5 MHz
Pulsbreiten- Poc = 20 dBm (peak), 0
verzerrung PWD f=25MHz +30 &
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8 Schaltungsbeispiel

— T T 7] 2Vec 560Q Hinweise:
! ¢ Vermeiden Sie Storsignale auf den Versorgungs-
N | 6 Data D leitungen.
‘ \ S*Z | 5 e Platzieren Sie einen 100nF Entkoppelkondensa-
= JoonF tor so nah wie méglich an den Empfénger.
L ‘ 3,7 GND T e Halten Sie die Leiterbahnen fiir GND und Data
- 1 so kurz wie moglich.
*  Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung.
Bild 3 Schaltungsbeispiel e Schiitzen Sie den Empfanger vor Verschmut-
zung.

Alle Informationen in den Datenbléttern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und
Gewissen erstellt. Sie werden regelméaRig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch vorhandene Irrtiimer
oder Fehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen vorbehalten.
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